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PIDにおける結晶Si太陽電池の
ARC膜の役割およびPID抑止方法

研究の目的

実験方法

謝辞：本成果はNEDOの委託のもと得られたものであり、関係者各位に深く感謝致します。

Initial Jscは、

TCO 3 nmコートで最大！

しかし・・・ PID発生

※TCO 7 nmも同様に

3 dayで大きく劣化

Photo J-V特性

TCOの厚み 10 nm以上で比較

Pmaxの低下⇒Jscの低下

TCO 30 nm⇒抑制効果大

＜モジュール＞
・市販のp型結晶Si太陽電池セル
・EVA(封止材)
・白板強化ガラス
・PVF/PET/PVF(裏面材)
＜TCO膜＞
・市販セルにITOをコート

用いた部材 PID試験条件

温度：85 ℃
湿度：2％未満
印加電圧：-1000 V

ヘテロ接合型Si太陽電池のPIDと同じ様な結果

PIDでは、セル表面のARC膜が大きな影響を与え
ることはすでに知られている。ARC膜の組成を変
えるとPIDの振る舞いが大きく変わること[1]や
ARC膜を持たないセルではPIDが起こらないこと
[2]がわかっている。これは、SiNxにかかる電界が
弱まる、または、SiNxに電界がかからないためPID
は起こらないと報告している。
しかしながら、このようなPID対策セルは、わずか
に初期特性の低下が見られる。

・セル表面上にTCO膜をコートすることでPID抑止効果を確認。
・TCOコート法は、初期特性を損なわずPID抑止対策できることを示唆。

※金属In形成が電流密度の減少に繋がった可能性あり
⇒ZnOで解決？！

※PID抑止効果には、最適なITOの厚みがある可能性あり

＜今までの報告＞ ＜新PID抑止対策？！＞

初期特性を損なわず、PID抑止可能？！

セル表面にTCO膜をコート

TCO膜(ITO)
市販のセルにITOをスパッタリング
ITOの厚み
3, 7, 10, 30, 50, 70 ,100 nm
スパッタリング後、

150℃の大気雰囲気中で3時間アニール↓
モジュール化

ラミネート条件150℃・約20分

結論

Initial Jscの変化
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